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現在，半導体の微細化や複雑化が進み，局所的な組

成や欠陥評価は必須となってきている．本課題ではパタ

ーン基板上に選択領域有機金属気相成長(MOCVD)法 

により化合物半導体を成長し，集束イオンビーム (FIB)
による微細加工および走査透過型電子顕微鏡(STEM)
による観察を用いて，選択成長層の局所的な形状および

品質を評価した．  

１．概要（Summary） 

 

Fig. 1 にライン＆スペースパターン付 InP 基板上に選

択成長した化合物半導体の断面 SEM 像を示す．このサ

ンプルを産総研ナノプロセシング施設の日立ハイテクノロ

ジー社製FB-2100により薄膜加工を行った．試料は μサ

ンプリング法によって基板から取り出し，W(タングステン)

デポによりメッシュ上へ接着した後，80nm 程度の膜厚ま

で薄膜化した．その後， 200kV STEM により微細トレン

チの断面観察を行った． 

２．実験（Experimental） 

 

Fig. 2 は μ サ ン プ リ ン グ を し て い る 途 中 の

SIM (Secondary Ion Microscopy) 像を示す． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 3 は選択成長層の断面 STEM 像を示す．転位は

見られず，Z コントラストも確認されないことから高品質か

つ均一な選択成長が達成できていることが分かった． 

 

Fig. 2 Cross sectional SEM image of the 
semiconductors grown by selective area MOCVD. 

 

 

 Fig. 2 SIM image of the μ-sample. 
 

 

Fig. 3 Cross sectional STEM image of the 
semiconductor grown by selective area MOCVD. 
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